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1.2 Micro-LED Display基本コア技術

▪ マイクロLEDディスプレイ技術は、下図のように7つの基本コア技術グループに分類することができる。エピタキシャル技術、チッププロセス、

LEDチップ製造に必要なデバイス構造、製造されたチップをディスプレイ基板に転写するマストランスファー技術、検査・リペア技術、カラー化技

術、バックプレーン、駆動技術である。最終製品の技術開発競争力を高めるためには、各技術群に関連する主要技術サプライヤー間の連携・協力

関係を構築することが重要である。

1. Micro-LED技術 分析
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• MOCVDを使用したEpitaxy
プロセス 進行。 

• n -type layer(n-GaN)、多層
Quantum well (MQWs) 、

• p-type layer(p-GaN )を成長

• Plasma エッチング工程を使用して
n-type GaN layerまで エッチング 

• Mesa Etching

• 上面に透明導電層(TCL)を形成
• N Contactの形成 

1.4 GaNベースのマイクロLEDチップの製造 プロセス 

• ボンディングパッド電極 形成
• Passivation レイヤー形成

1. Micro-LED技術 分析

サファイアn- GaN

p- GaN

サファイア サファィア

MOCVD GaN Isolation Mesa TCL
（Transparent 

Conductive Layer)

Contact ボンディングパッド

▪ GaNベースのMicro-LED Chip 基本製作工程手順は下図の通りである。 

MQWs

サファィア サファィア サファィア
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Mini-LED on PCB Mini-LED on Glass Micro-LED on Glass Micro-LED on 

Silicon

アプリケーション
フィールド

Giant Screen/

Commercial Display

Commercial Display/

Large TV

Large TV Automotive Smart Watch スマートフォン AR

Potential

Advantage

Spliceable ,

High brightness,
ロングライフタイム

Spliceable ,

High brightness,
ロングライフタイ

ム、

High image quality

ロングライフタイ
ム、

High reliability,

Transparent,
フレキシブル、

Splicing

High brightness,

Low power 

consumption

Sensor integration,

Low power 

consumption

小さいサイズ、

High resolution,

High brightness

Typical Size カスタマイズ 162” 89” 12.3” 1.78” 6.5” < 0.2”

Typical Resolution カスタマイズ 3,840× 2,160 3,840× 2,160 1,920× 720 368x448 2,688x1,242 >2,500x2,500

チップサイズ 60〜300mm 6〜60  1〜8 

Typical PPI 25 27 50 167 326 458 >3000

Driving

Architecture

Micro-IC Micro-IC/TFT TFT CMOS

2.応用分野別Micro-LED技術開発の現状

2.1 Micro-LED Display Application Trends

▪ PCB基板の代わりにガラス基板を採用することで、高品質製品を実現し、LEDチップのサイズを徐々に小さくすることで、コスト削減と高PPIを実現して

いる。このような技術的な方向性と連動して、最近では自動車用のディスプレイ展示や、博物館や水族館などの商業市場向けの大型透明ディスプレイの試

製品も増えている。
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❖中国内の主要企業および研究機関

3. Micro-LED開発業者の技術開発の現状

3.1中国企業のマイクロLED技術開発の現状

Jiangsu Epi wafer, Chip Enkris Semiconductor

Epi wafer, Chip BOE-HC SemiTek

Shanghai Display module JBD

Chip, Transfer CHIPFOUNDATION

Beijing Chip, Transfer & bonding, 

Display module

BOE

Guangdong

Epi wafer, Chip NATIONSTAR

Epi wafer SINO CRYSTAL

Chip, Transfer & bonding, 

Display module

TCL/ CSOT

Transfer & bonding, Display 

driving

SUSTech

Transfer & bonding, Display

module

HCP Technology

Display Module HUAWEI

Display module Sitan Tech.

Display module Tianma

Fujian Epi wafer, Chip,

Transfer & bonding, 

SanAn Optoelectronics

Epi wafer, Chip CHANGLIGHT

Chip, Transfer & bonding, Fuzhou Univ.

Chongqing Chip, Transfer & bonding, 

Display module 

KONKA

Chengdu Transfer & bonding, Display

module 

VISTAR
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